DRAM 1 Mbit-Hybridspeicher
‘ A M 61256 A

Der Hybridschaltkreis ist ein hochintegrierter dynamischer Technologie gefertigten U 61256-Chips verwendet. Folgende

Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Er verfiigt iber Betriebsarten sind méglich: LESEZYKLUS, SCHREIBZYKLUS,
eine Speicherkapazitdt von 1 Mbit, die als Speicherblock von LESE-SCHREIB-ZYKLUS, STATISCHER-SEITEN-ZUGRIFF (be-
256 K X 4 bit organisiert ist. Alle Ein- und Ausgénge sind TTL- sonders fiir Bildwiederholspeicher von Vorteil). Die Bauform
kompatibel. Als Bauelemente werden die in CSGT 4-MOS- entspricht den internationalen SIP-Modulen.

Abmessungen: (mm)

Erzeugnisnummer: 4547.8-3579.41

Typkurzzeichen: 4735

Betriebsbedingungen Kenngréfen

Betriebsspannung: ° 5 V Betriebsstrom: < 220 mA
H-Eingangsspannung: =24V Ruhestrom: < 20mA
L-Eingongsspcnnur‘;g: <08V Zugriffszeit \RAS : 150 ns
Betriebstemperaturbereich: 0...70°C Zugriffszeit | CAS : 45 ns

Adresszugriffszeit: 80 ns
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Funktionsschaltbild AnschluBbelegung
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Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen fiir Bestellungen. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestéti-
gung. Anderungen vorbehalten.
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